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1 まえがき 

 MoS2膜に代表される遷移金属ダイカルコゲ

ナイドは、２次元材料として、高移動度が期待

されている。一方では金属電極との間にファン

デルワールスギャップと呼ばれる界面が形成

されることでデバイス性能の低下が懸念され

る。1) そこで本研究では、バルク型 P 型MoS2 

TFTの作製と金属電極とMoS2 TFTの界面が与

えるデバイス特性への影響を、デバイス作製と

シミュレーターの両面から検討する。シミュレ

ーターの素子構造は、先行研究のグラフェン薄

膜を想定した同 TFT シミュレーターを用いた

解析を参考に作製した。2) 

 

2 実験方法および測定方法 

 TFT の素子作製および評価は、電極材料には

クロム(Cr) 20nmを抵抗加熱真空蒸着法を用い

て蒸着させた後、異なる電極材料を薄く蒸着し、

伝達特性測定を行う。この素子に対しアニール

処理を行い、素子に与える影響を評価した。 

 

 

3 実験結果および検討 

 Fig.2に、100℃, 200℃, 300℃とアニール温度

を変化させた場合の移動度 μ と SS 値を示す。

図より、200℃ 1時間アニールすることによ

り最も良いトランジスタ特性を得ることがで

き、51.42 cm2/Vs の移動度が確認できた。また、

300℃のアニールで素子特性の劣化が見られる。

絶縁膜のピンホール欠陥から酸素が侵入し、酸

性物質が形成されることで、Cu電極を侵食し

たためと考えている。当日は詳細を検討した結

果を報告する。 
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Fig.1  TFT Structure 

Fig.2   Mobility and sub-threshold 

swing after anneled as a function.  
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